TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP A JONCTION (JFET)

Structure (canal N)

Un transistor a effet de champ a jonction
(JFET) est constitué d'un barreau de
silicium N dans lequel on a diffusé deux
zones P de chaque coté.

Les deux zones P sont reliées ensemble et
forment la Gate.

La région N constitue le canal.

La jonction PN entre Gate et canal est
normalement polarisée en inverse.

Principe de fonctionnement

On applique une faible tensiony/positive entre drain et source, et une tensiotnég Ves

entre grille et source.
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Si Ves= 0, il s'établit un courant dans le canal, dantidu drain vers la source.
Si Ves < 0, la jonction grille - canal est bloquée. lane de charge de cette jonction vient
réduire la section effective du canal. La résistado canal augmente a mesure que l'on

augmentd Vgsl|.

Le JFET se comporte alors comme une résistancdagateur est contrélée pagy
Pour une tension 86 = Vp, la zone de charge d'espace envahit tout le @ralcourant ne
circule plus dans le canalp¥st la tension de seuil du JFET.
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Phénoméne de pincement dans un JFET (canal N)
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Augmentons la tension p¢ a Ves > Vp . Le canal est parcouru par un courant |

Le passage de ce courant dans la résistance duptamaque une chute de tension le long de
celui ci. Il en résulte que la tension Gate-camalestout au long du canal. Elle est maximale
(en valeur absolue) c6té drain.

Nous pouvons exprimer la tension Gate - Drain (tgngate - canal au niveau du drain):

Vep = Ves+ Vsp

Lorsque \&p = Vp, le canal est pincé et le courapinle dépend plus de la valeur dgsV
On a alors:
Vep = Ves+ Vsp= Vp
Vps = VesVp

La valeur du courant drain correspondantzg ¥ 0 est appelégds
L'équation du courant drain dans la zone linéaamdl pincé) s'écrit:

Ip = Ipss (1 -VedVp)?

Dans la zone de fonctionnement résistif (canal pioaé), la valeur de la résistance drain -
source peut s'écrire:

Ros=-Vp/(2lpss (1 -VedVp))
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Polarisation d'un JFET canal N
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Polarisation par résistance de source

JEET La Gate étant au potentiel de la masse, la
Canal N source est portée a un potentiel positif par

la chute de tension{Rp.
On obtient ainsi une tension Gate-Source

[ RG [ RS Vs=Rs Id négative.

Ona:
Ip = Ipss( 1 - VedVe)? = (Ibss/ VF) (Ve - Veg)?

On se fixe p et I'on calcule ¥s en résolvant I'équation:
Ve -2VpVes - IV lpss+ V2 =0

Exemple:
On utilise un JFET type J310 dont les caractéustsgsont:
Ibss=30 mA b= -2,4V

On désire un courant draip3 6 mA

L'équation s'écrit:
Ve + 4,8\gs+4,6 =0

A=46
Les racines sont :
Vgs1= -3,47V et \so = -1,33V
Vgsine convient pas car inférieure a Vp (correspong=aQ).

On détermine ensuite la valeur de la résistanc®dece:

Rs=[VgsV Ip =1,33/6.1C = 220Q
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